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SNIMACE MIKROSVETA



e Mechanicka doména

* Tepelna domena

* Magneticka doména
o Zareni

* Biochemicka domena
 Taktilni senzory

* |nteligentni senzory



¢ SAW

« SOS

o SSIMT

* MOS-MAGFET
« CDM

o ISFET



Input

Clevice

Alumlina substroate

PZT thick-Fi1lm




Technologie SAW (Surface Acoustic Wave),
| kdyz je Jiz znama pres 100 let, zacala se
vice uplatnovat teprve nedavno. Umoznuje
vyrabet presne filtry, oscilatory, citlive
senzory, | multimedialni uzivatelska ovladaci
rozhrani.



Zatimco SAW filtry a oscilatory najdeme v
oblasti bezdratového prenosu dat a
telekomunikaci, SAW senzory mohou merit
pohyb, zrychleni, teplotu, tlak, 1 chemicke
slozeni latek a mnoho dalsich odvozenych
parametru a velicin.
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MOSFET, MEMS, and ISFET

A classical Beats thermo- Beats Nernst

MOSFET switch dynamic limit of limit of
60 mV/dec 60 mV/pH




. MOS — PSIGFET (PRESSFET)
. SiC

.« MOS

- CMOS

- BICMOS
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Charakteristika senzoru

p-typ Si substratu, ve kterém jsou vytvofeny dvé n+ oblasti,
source a drain.

Gate je Al vrstva umisténa na membrane.

Prostor mezi Gate a oxidem je vakuum, popf. vzduchova
mezera o tloustce cca 0,5 um.

Tiak membranu prohyba - zména kapacity Gate.

Modulace vodivost kanalu mezi source a drain.

Cip mlze mit rozméry 0,6x1,05 mm, membrana 0,2x0,2 mm.

Teorie popisujici chovani tranzistoru FET jako tlakoveho
senzoru vychazi ze zakladni teorie popisujici tranzistor MOS.




* 1D senzory — sila, tlak

« Kontaktni

» Elastomer

* Tenkovrstvy

« Vakuova diodova struktura



« 2D senzory — dotykove
Odporovy princip
« Ultrazvukove
o Kapacitni
. ontaktni



» Otisk prstu
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